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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И ТОПОГРАФИИ 
ПОВЕРХНОСТИ ПОК РЫ Т И Й НА ОСНОВЕ ХРОМА, ОСА Ж ДЁННЫ Х НА 
ГРАФИТ 
В работе  обсуждаются   результаты   экспериментального   исследования   сис­ тем покрытие на основе Сг/графит, 
изготовленных методом  ионно-ассистиро- ванного нанесения покрытий в условиях самообучения (ИАГГПУС) . 
Модифицирование приповерхностного слоя различных Материалов   осаждением   тонких   плѐнок  
представляет   как    науч- 
ны й ,  та  к  и  практический  интерес для  промышленности, так  как позволяет   формировать    твердые    
или     эластичные    покрытая, защитные лиофильные или лиофобные в разных средах слои на поверхности  из 
дели й . Следовательно, для  управления свойствами 
покрытий   при   ионно-ассистированном   осаждении   необходимо 
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изучать топографию  и композиционный  состав систем 
покрытие/подложка.  В   настоящем   исследовании  мы   изучали  
элементный состав системы хром/графит, сформированной ионно-
ассистированным осаждением покрытия. 
Покрытия на основе Сг наносились на пластины графита п 
ионном ассистировании в условиях самооблучения. Ускоряющий 
потенциал, подаваемый на держатель пластины, был равен 5 и 
10  кВ. Плотность  потока ассистирующих  ионов   составлял 
наших   экспериментах  - 2 .110 см" с . Изготовленные систем 
покрытие/подложка изучали с применением   метода   РОР   ионов 
гелия с Ео = 2 МэВ.  Для получения  концентрационных  профилей 
компонентов  систем покрытие/подложка   проводили   компьютер  
ное моделирование  спектров РОР с использованием программы  
RUMP. Снимки топографии  были получены на собственном  атомно-
силовом микроскопе  N Т -206 и обработаны программ  SurfaceView. 
На рис. 1 представлены  экспериментальные спектры РОР 
полученных структур. Обсудим композиционный состав  покры- 
тий, осажденных  на графит. Было  получено  распределение  
глубине в покрытии  и подложке  хрома, углерода   и  сопутствую- 
щих примесей кислорода, кремния и водорода  в  системе  покры- 
тие на основе хром/графит. 
Профиль хрома характеризуется концентрацией, снижаю- 
щейся от 6 ат.  %  на  поверхности  до  2  -  3  ат.  %  в  области  
межфазной границы системы. При этом атомы Сг 
идентифицируются  кремнии на глубине 100 им с концентрацией ~ 
0.8 ат, %, что свидетельствует     об их    радиационно- 
стимулированной диффузии вглубь в процессе нарастания 
покрытия  под радиационным  в действием ассистирующих ионов. 
Анализ  спектров  свидетельствует о наличии в покрытиях кроме 
атомов металла также атом кислорода, углерода и кремния. Их 
наличие в  покрытии  обусловлено конструктивными  
особенностями  используемого резонансного ионного источника 
вакуумной электродуговой плазмы.  
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Рис. 1. Спектры РОР Ионов гелия, рассеянных от структуры Сг/С (1) 
экспериментальный,  (2)  восстановленный,  полученной  л  условиях 
Еасс- ** 5кэВ, („,„= I час 
С применением  атомно-силового микроскопа N 7-206 были 
получены  изображения   поверхности  исследуемых  образцов. 
На рис. 2 представлены  изображения топографии поверхности 
исходных и модифицированных материалов и диаграммы  распре­ 
деления неровностей  поверхности на  плоское  изображение  
поверхности. Нанесение покрытия  на основе  хрома  незначи­ 
тельно повышает шероховатость поверхности графита. 
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Рис. 2. Изображения топографии поверхности и диаграммы расиредг 
ния неровностей исходного (а, б) и модифицированного (в, г) граф; 
полученной в условиях Еан:. = 5кэВ,  Гнаи = 1 час 
Ионно-ассистированное  в условиях саморадиации осажден; 
покрытий на основе Сг, когда ускоряющий  потенциал на  мише 
равен 5 кВ, обеспечивает физическое "сшивание"  в области ме: 
фазной границы формируемых  систем тонкая пленка/подло*»  
Наблюдается радиационно-стимулированная диффузия коми 
нентов покрытия в графит и атомов углерода в покрытие. Коми 
зиционный  состав  покрытия включает кроме  атомов   осн( 
покрытия атомы кислорода, углерода и водорода и кремния. Г 
нанесении покрытий незначительно изменяется  шероховато*  
поверхности графита по сравнению  с исходным,  но поверхнос 
имеет очень похожую структуру. 
ТЬе ех р еr im e nta l  in i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  соmроsition оf Сг-Ьаsed соаtings f o n t  
1 
Ьу  means  оf s e l f  i o n   assisted   d e p o s i t i o n  (81АD  h a s   Ьееn  conducted.  E l e m e n t  
аnnalysis оf the соаting/graphite systems shows а соntet оf охygen, silicon аnd hydmgen in systems. 
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